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【57】申請專利範圍
1.　一種氣體噴淋頭，其特徵在於，包含：安裝蓋板以及沿豎直方向設置在所述安裝蓋板上
的至少一層氣體分配板，所述安裝蓋板和所述氣體分配板之間形成氣體擴散空間；

所述安裝蓋板具有進氣通道，所述進氣通道與所述氣體擴散空間連通；

所述氣體分配板具有多個通孔，所述通孔與所述氣體擴散空間連通；

所述氣體分配板包含中心區域和圍繞所述中心區域的周邊區域，所述氣體分配板中的至

少一個氣體分配板的厚度不均勻，所述厚度不均勻的氣體分配板的周邊區域的厚度小於

中心區域的厚度。

2.　如請求項 1所述的氣體噴淋頭，其中，所述氣體分配板包含第一氣體分配板和第二氣體
分配板，其中：

所述第一氣體分配板和所述安裝蓋板之間形成第一氣體擴散空間，所述第一氣體分配板

具有多個通孔，所述第一氣體分配板的厚度不均勻，所述第一氣體分配板的周邊區域的

厚度小於中心區域的厚度；

所述第二氣體分配板位於所述第一氣體分配板的下方，所述第二氣體分配板和所述第一

氣體分配板之間形成第二氣體擴散空間，所述第二氣體分配板具有多個通孔。

3.　如請求項 2所述的氣體噴淋頭，其中，所述第二氣體分配板的厚度不均勻，所述第二氣
體分配板的周邊區域的厚度小於中心區域的厚度。

4.　如請求項 1-3中任一項所述的氣體噴淋頭，其中，所述進氣通道設置在所述安裝蓋板的
中心區域，所述厚度不均勻的氣體分配板的厚度沿第一方向逐漸減小，所述第一方向定

義為：從所述氣體分配板的中心區域的邊緣起，朝向周邊區域，直至所述氣體分配板的

邊緣為止。

5.　如請求項 4所述的氣體噴淋頭，其中，所述厚度不均勻的氣體分配板的中心區域的面積
占整個氣體分配板總面積的 0%~35%，周邊區域的面積占整個氣體分配板總面積的 65%
~100%，所述氣體分配板的周邊區域上的通孔的高度沿所述第一方向逐漸遞減，在所述
第一方向上，相鄰的通孔之間的高度的遞減幅度為 5%~50%。

6.　如請求項 5所述的氣體噴淋頭，其中，所述厚度不均勻的氣體分配板的周邊區域的下表
面為傾斜表面，所述傾斜表面與水平面之間的夾角不大於 15°。

7.　如請求項 5所述的氣體噴淋頭，其中，所述厚度不均勻的氣體分配板的周邊區域的下表
面為階梯狀表面，在所述第一方向上，相鄰的階梯之間的高度的遞減幅度為 5%~50%。
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8.　如請求項 4所述的氣體噴淋頭，其中，所述氣體分配板的中心區域上的通孔的通氣量小
於所述氣體分配板的周邊區域上的通孔的通氣量。

9.　如請求項 4所述的氣體噴淋頭，其中，所述氣體分配板的中心區域上的通孔的分佈密度
小於所述氣體分配板的周邊區域上的通孔的分佈密度。

10.   如請求項 4所述的氣體噴淋頭，其中，所述氣體分配板的周邊區域上的通孔傾斜設置，
所述通孔的軸向與豎直方向之間沿順時針方向的夾角不大於 15°。

11.   一種半導體處理設備，其特徵在於，包含：
反應腔；

如請求項 1-10中任一項所述的氣體噴淋頭，其設置在所述反應腔的頂部；
基座，其設置在所述反應腔內，與所述氣體噴淋頭相對，所述基座用於承載基片。

圖式簡單說明

圖 1是本創作提供的一種半導體處理設備及第一實施例中提供的一種氣體噴淋頭的結構
示意圖。

圖 2是第二實施例中提供的一種氣體噴淋頭的結構示意圖。
圖 3是一個實施例中的氣體分配板的結構示意圖。
圖 4是另一個實施例中的氣體分配板的結構示意圖。
圖 5是第三實施例中提供的一種氣體噴淋頭的結構示意圖。
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